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ゲート酸化膜の信頼性を得る確実な方法は破壊試験である．サンプルを抜き出し，絶縁破壊を起こし，その結果を基

に寿命を推定評価する方法である．この方法の最大の欠点は，破壊計測ゆえに元のラインに戻すことができないウエハ

損失，ウエハ上の絶縁膜特性の面な内分布が不明なことである．また次世代半導体プロセスに求められるプロセスコン

トロールに必要なインライン計測が不可能である．究極の信頼性”zero-defect”を量産プロセスで目指す上でインライ

ン評価技術の導入は必要不可欠となる．本研究では絶縁膜の非破壊・非接触の電気的特性の直接評価方法としてパルス

光伝導法（PPCM）による新しい絶縁膜

特性評価技術を提案する．図は各測定試

料における PPCMによるリーク電流伝

導率σと絶縁破壊が発生するまでの電

界-時間を計測したTDDB試験結果を比

較したものだが，PPCM による試料の

σの評価結果が，従来の TDDB試験に

よる破壊試験結果と相関性があること

を確認できた．現在最速の測定時間（1 

分/ウェーハ上100 万測定点）を目指し，

PPCM を応用したインライン計測装置

の開発研究を行っている 

図. PPCMによるσと TDDB試験結果との比較．σの値が小さいRTA膜試料は TDDB試験による絶縁性能も良い． 
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